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【はじめに】アモルファス窒化炭素（a-CNx）薄膜において、近年、数 nm程度のグラファイトク

ラスタ[1]以外にも、数µm 程度の結合不均一な領域が存在することが明らかとなった[2]。そこで

本研究では、結合状態の不均一性について、さらに多くの知見を得るため、高輝度フーリエ変換

赤外分光法（FTIR）を用いて a-CNx薄膜の微小領域マッピング測定を行い、軟 X線発光分光（SXES）

の結果と比較した。また、化学結合状態が光誘起変形[3]に及ぼす影響を調べるため、可視光照射

下で同様の実験を行った。 

【実験方法】a-CNx薄膜は、グラファイト（純度 99.99%）と窒素ガス（99.9995%）を原料とした、

反応性高周波マグネトロンスパッタ法により作製された。高周波電力は 85 W、反応ガス圧力 0.12 

Torr とし、基板温度は 200～300℃とした。SXES 測定時の基板は Si(100)、FTIR 測定時の基板は

BaF2とした。可視光照射実験では、緑色レーザー（SXESでは波長 514 nm、FTIRでは波長 532 nm）

を励起光源として使用した。 

【結果および考察】光誘起変形が起こる a-CNx薄膜に対し、FTIRのマッピング測定を行った。1500 

cm-1付近の C-C、C-N結合由来の赤外吸収スペクトルは、60×40 µmの範囲内で強度の強い部分と

弱い部分が存在することがわかった。SXESマッピングでは、sp3Cと sp2C結合に由来するピーク

の面積比（Isp3C/Isp2C）が、平均より 3％程度高い領域の面積は直径 5〜10 µm程度であり[2]、ラマ

ン散乱スペクトルから推定されるグラファイトクラスタが数 nm 程度であるのに対し、それより

遥かに大きなサイズの不均一性を有することが SXESだけではなく、FTIRの実験からも今回明ら

かとなった。さらに、光照射中に Isp3C/Isp2C が変化することが、SXES測定において観察された。 
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